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【はじめに】炭化ケイ素接合型電解効果トランジスタ (SiC JFET) は、金属-酸化膜-半導体 (MOS) 

FET のようなゲート酸化膜を持たず、ガンマ線照射で生成した酸化膜固定電荷によるしきい値電
圧(Vth)シフトがない耐放射線性素子として期待されている[1]。SiC JFETの電気特性劣化は、主に
MGyオーダにおいて素子本体に生成する欠陥により生ずると考えられるが、高線量域における劣
化挙動について報告した例は少ない[2]。そこで 4H-SiC JFET に数 MGyオーダのガンマ線を照射
し、電気特性の変化を調べた。 

【実験】実験には産総研で作製された横型 nチャネル JFETを用いた（Fig. 1）。基板やエピタキシ
ャル層界面近傍に残留する欠陥の影響を排除するため [3]、n 型 4H-SiC 単結晶基板に成長させた
n 型エピタキシャル層にアルミニウムイオンを注入し、ゲート領域とベース層から成る p 型ウェ
ルを形成した。ソース、ドレイン領域はリンイオン注入で形成し、素子間の分離は p 型ウェルで
行った。これらの JFETに対し窒素雰囲気中、室温にて 60

Coガンマ線 (線量率 9.4 kGy/h)を 2.2 MGy

まで照射した。照射試料のドレイン電流－ゲート電圧 (ID-VG)特性を、ドレイン電圧を 6 V印加し
て測定し、しきい値電圧(Vth)および相互コンダクタンス(gm)を求めた。 

【結果】Fig. 2(a)に ID-VG特性を示す。照射前後において曲線の形やリーク電流に著しい変化はな
い。このことは照射による表面保護酸化膜の帯電など、周辺構造が電気特性に及ぼす影響が、無
視できるほど小さいことを示唆する。Fig. 2(b)に未照射試料からのしきい値電圧シフト(Vth)を示
す。同じ図に示した市販レベルMOSFETの Vth [4]は、ゲート酸化膜への正の固定電荷生成により、
照射開始とともに数 V負電圧側にシフトしている。一方 SiC JFETでは、2 MGy以上の線量域に
おいても著しいシフトは見られない。以上よりこの程度の線量では、JFETの特性はほぼ変化しな
いことが確かめられた。発表では、さらに高線量域の実験結果について報告する。 
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Fig.1 Cross sectional view of SiC JFET. 
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Fig.2 (a) ID-VG curves of SiC JFETs. 

     (b) Threshold voltage shift plotted against dose. 
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